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Zusanimenf assung 

Festspeicher und Verfahren zur Ansteuerung desselben 

5 Es wird ein Festspeicher mit einer Vielzahl von Speicherzel- 
len beschrieben, deren Inhalt unter entsprechender Ansteue- 
rung durch Wort-, Bit- und Sourceleitungen (WL, BL, SL) aus- 
lesbar ist. Der beschriebene Festspeicher zeichnet sich da- 
durch aus, daS die uber eine einzelne Wortleitung (WL) an- 
10 sprechbaren Speicherzellen in eine Vielzahl von Gruppen auf- 
geteilt sind, von denen jeder eine separate gemeinsame 
Sourceleitung (SL) zugeordnet ist. GemaS dem Verfahren wird 
ein gruppenweises Auslesen der liber eine einzelne Wortleitung 
(WL) ansprechbaren Speicherzellen durchgef uhrt . 

15 

Figur 1 
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Beschreibung 

Festspeicher und Verf ahren zur Ansteuening desselben 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft einen Festspeicher gemalS 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zur 
Ansteuerung desselben gemaE dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 17. 

10 Festspeicher (ROM, PROM, EPROM, EEPROM und dergleichen) und 
Verfahren zur Ansteuerung derselben sind seit langem bekannt . 

Ein praktisches Beispiel des Aufbaus und der Ansteuerung 
eines herkommlichen Festspeichers werden nachfolgend unter 
15 Bezugnahme auf die Figuren 3 und 4 anhand eines ROMs erlau- 
tert . 

Das beschriebene ROM weist eine Vielzahl von Speicherzellen 
auf, deren Inhalt unter entsprechender Ansteuerung durch 
20 Wort-, Bit- und Sourceleitungen auslesbar ist. Beim ROM han- 
delt es sich im Gegensatz zu einigen anderen Arten von Fest- 
speichem (beispielsweise EPROM und EEPROM) um Speicherzel- 
len, deren Aufbau von der beim Auslesen bereitzustellenden 
Information ("0" oder "1") abhangt. Im einen Fall handelt es 
.5 sich um einen Transistor, und im anderen Fall ist der Transi- 
stor ersatzlos gestrichen, und die sonst mit dem Transistor 
verbundenen Signalleitungen (Wort-, Bit- und Sourceleitungen) 
gehen ins Leere . 

30 Die einen Transistor aufweisende ROM-Speicherzelle ist sche- 
matisch in Figur 3 gezeigt. 

Sie weist, wie bereits earwahnt, einen Transistor, hier in 
Form eines Feldef f ekttransistors Tl auf, dessen Source- 
35 abschnitt mit einer Sourceleitung SL, dessen Drainabschnitt 
mit einer Bitleitung BL, und dessen Gateabschnitt mit einer 
Wortleitung WL verbunden ist. 



e 
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Das Auslesen von "gespeicherten" Daten aus dem ROM funktio- 
niert wie folgt: 

5 Zunachst wird die Bitleitung mittels eines Vorlade- bzw. 

Prechargesignals auf ein bestitnmtes Potential, beispielsweise 
auf ca. +4 V aufgeladen. Die Bitleitung iind deren aufiere Be- 
schaltung sind so ausgelegt, daS diese, sofern der Transistor 
gesperrt ist Oder kein Transistor vorhanden ist, das Poten- 
10 tial auch nach einer Unterbrechung der Verbindung zur Vorla- 
designalquelle beibehalt. 

Wird der Transistor in diesetn Zustand zum Lesen angesprochen 
bzw. selektiert, d.h. wird uber die Wortleitung eine Spannung 

15 von beispielsweise +5 V an den Gateabsclinitt des Transistors 
gelegt und ist die Sourceleitung mit Masse verbunden, so wird 
der Speichertransistor leitend, und die auf der Bitleitung 
vermehrt vorhandenen Ladungstrager flieSen uber den Transi- 
stor auf Masse ab. Das Potential der Bitleitung sinkt dadurch 

20 auf 0 V. 

Andererseits kann bei einer keinen Transistor aufweisenden 
Speicherzelle mangels Vorhandenseins des Transistors das 
durch die Vorladung auf die Bitleitung aufgebrachte Potential 
nicht abfliefien, sondern bleibt im wesentlichen erhalten. 

Die vom Speicherinhalt der jeweiligen Speicherzelle abhangen- 
den Potentiale der Bitleitung ermoglichen mithin, den Spei- 
cherinhalt zu bestimmen. 

30 

Wenngleich andere Arten von Festspeichern einen teilweise 
vollig andersartigen Aufbau der Speicherzellen aufweisen, 
weisen sie mit den ROM- Speicherzellen insofem Gemeinsamkei- 
ten auf, als sie an die selben Signalleitungen (Wortleitung, 
35 Bitleitung, Sourceleitung) angeschlossen sind und die Signal- 
leitungen zum Lesen mit im wesentlichen den selben Signalen 
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beaufschlagt werden und sine Veranderung der Signale ver- 
gleichbare Auswirkungen hat. 

Die Wortleitung kann wie beim EEPROM aus mehreren Signallei- 
5 tungen (Auswahlleitung, Steuerleitung) bestehen, doch hier- 
durch ergibt sich keine grundlegende Veranderung jies be- 
schriebenen allgemeinen Ansteuerungsprinzips . 

Die in der Figur 3 gezeigte Speicherzelle ist wie auch die 
10 Speicherzellen anderer Arten von Festspeichern bei Vorsehen 
einer entsprechenden Anzahl derselben zu einetn Speicher- 
zellenf eld zusainmensetzbar . 

Der Aufbau eines derartigen Speicherzellenf eldes ist in Figur 
15 4 dargestellt. 

Fic[ur 4 ist eine schematische Darstellung eines Speicher- 
zellenf eldes eines herkommlichen Festspeichers . 

20 Das gezeigte Speicherzellenf eld weist eine Vielzahl von je- 
weils tnit einem "O" gekennzeichneten einzelnen Speicher- 
zellen gemafi Figur 3 auf , die in mehreren (m) Reihen und meh- 
reren (n) Spalten angeordnet sind. 

Die n Elemente einer jeden Speicherzellenf eldreihe sind je- 
weils mit einer gemeinsamen Wortleitung WLq, WL^ . . . WIj„ 
(gegebenenf alls bestehend aus einer Auswahlleitung und einer 
Steuerleitung) verbunden. Die m Elemente einer jeden Spei- 
cherzellenf eldspalte sind jeweils mit einer gemeinsamen Bit- 
3 0 leitung BLq, BL^ . . . BL^ verbunden. Die Sourcelei tungen SL 

aller Speicherzellen des Speicherzellenf eldes sind zu einer 
gemeinsamen Sourceleitung zusammengef aSt . 

Die Verschaltung der Speicherzellen zu dem in der Figur 4 ge- 
35 zeigten matrixartig aufgebauten Speicherzellenf eld ermoglicht 
es, den Inhalt der Speicherzellen durch entsprechende An- 
steuerung der Wort-, Bit- und Sourceleitungen unter relativ 
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geringem Steueraufwand einzeln aus detn Festspeicher auszuge- 
ben. 



Gleichwohl ist jedoch der Stromverbrauch beim Lesen relativ 
5 hoch und dauert das Lesen relativ lange. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
den Festspeicher gemaS dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
bzw. das Verfahren zur Ansteuerung desselben gemaS dem Ober- 
10 begriff des Patentanspruchs 17 derart weiterzubilden, daS das 
Auslesen von Daten unter verringertem Energieverbrauch und 




schneller durchfuhrbar ist. 



Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch die im kennzeichnen- 
15 den Teil des Patentanspruchs 1 bzw. durch die im kennzeich- 

nenden Teil des Patentanspruchs 17 beanspruchten Merkmale ge- 
lost . 

Demnach ist vorgesehen, daS die uber eine einzelne Wortlei- 
20 tung (WL) ansprechbaren Speicherzellen in eine Vielzahl von 
Gruppen aufgeteilt sind, von denen jeder eine separate ge- 
meinsame Sourceleitung (SL) zugeordnet ist (Patentanspruch 1) 
bzw. ein gruppenweises Auslesen der uber eine einzelne Wort- 
leitung (WL) ansprechbaren Speicherzellen durchgefuhrt wird 
^5 (Patentanspruch 17) , 

Diese MalSnahmen ermoglichen es, nur diejenigen Speicherzellen 
zum Auslesen anzusprechen, deren Inhalt auch aus dem Fest- 
speicher ausgegeben werden soil . Genauer gesagt sind beim 

30 Auslesen von Daten aus Speicherzellen gegebenenf alls statt- 

findende Entladevorgange der vorgeladenen Bitleitungen selek- 
tiv auf ganz bestimmte Bereiche innerhalb einer Speicherzel- 
lenfeldreihe beschrankbar, was bisher aufgrund des Vorsehens 
von nur einer einzigen gemeinsamen Sourceleitung fur alle 

35 Speicherzellen des Speicherzellenf eldes nicht moglich war 
(das Entladen der vorgeladenen Bitleitungen konnte nur in 
Einheiten von Speicherzellenf eldreihen erfolgen) . 
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Legt man namlich die Sourceleitung einer tatsachlich auszule- 
senden, d.h. auch auszugebenden Speicherzellengruppe auf ein 
zum Lesen geeignetes Potential (beispielsweise 0 V) und die 
Sourceleitung einer nicht unbedingt auszulesenden, d.h. nicht 
auszugebenden Speicherzellengruppe auf ein zum Lesen nicht 
geeignetes Potential (beispielsweise auf eine hohe Spannung 
von z.B. +5 V) , so kann eine Entladung der vorgeladenen Bit- 
leitung(en) ausschlieSlich innerhalb der auszugebenden Spei- 
cherzellengruppen erfolgen, wohingegen innerhalb der (nicht 
auszulesenden) anderen Gruppen 

1) kein Durchschalten eines oder mehrerer pro Speicher- 
zelle gegebenenf alls vorhandenen Transistors oder Transisto- 
ren , und 

2) kein Entladen der vorgeladenen Bitleitungen erf olgt . 

Dies fuhrt ganz of f ensichtlich zu einer nicht unerheblichen 
Energieersparnis . 

Dadurch, daS infolge des gruppenweisen Auslesens an nur je- 
weils relativ wenigen Speicherzellen eine Leseoperation 
durchgefuhrt wird, konnen die wenigen dabei erhaltenen Daten 
unter Weglassen des ublicherweise vorgesehenen Multiplexers 
unmittelbar auf in entsprechender Anzahl vorgesehene Daten- 
ausgabe- bzw. Busleitungen gegeben und von dort ohne zusatz- 
liche umstandliche Auswahlverf ahren und dergleichen aus dem 
Festspeicher ausgegeben werden. 

Der Verzicht auf den Multiplexer fuhrt zu weiteren Energie- 
einsparungen und zu einer erheblich fruheren Ausgabe der zu 
lesenden Daten aus dem Festspeicher. 

Das Auslesen von Daten aus dem Festspeicher ist mithin unter 
deutlich verringertem Energieverbrauch und erheblich schnel- 
ler durchf uhrbar . 
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Der Festspeicher kann daruber hinaus - bedingt durch den mog- 
lichen Wegfall des auSerst aufwendigen Multiplexers - einfa- 
cher und kleiner hergestellt werden. 

5 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand 
der Unteranspruche . 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbei- 
10 spiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher erlautert. 
Es zeigen: 

' ) Figur 1 eine schematische Darstellung eines Ausfuhrungsbei- 

spiels des Aufbaus des Speicherzellenf eldes eines erfindungs- 
15 gemaS ausgebildeten ROM, 

Figur 2 ein Ausf uhrungsbeispiel einer Anordnung zum direkten 
Aufschalten von aus selektierten Speicherzellen eines ROM ge- 
lesenen Daten auf Datenausgabeleitungen eines Ausgabebusses, 

20 

Figur 3 eine schematische Darstellung des Aufbaus einer ROM- 
Speicherzelle, und 

Figur 4 eine schematische Darstellung des Aufbaus eines her- 
^5 koramlichen ROM-Speicherzellenf eldes . 

Das in Figur 1 gezeigte Speicherzellenf eld besteht wie das in 
Figur 4 gezeigte herkoramliche Speicherzellenf eld aus einer 
30 Vielzahl von jeweils durch das Symbol "O" gekennzeichneten 
herkommlichen Speicherzellen (beispielsweise Speicherzellen 
der in der Figur 3 gezeigten Art) , die in einer Vielzahl (m) 
von Reihen und einer Vielzahl (n) von Spalten angeordnet 
sind. 

35 

Die n Elemente einer jeden Speicherzellenf eldreihe sind je- 
weils mit einer gemeinsamen Wortleitung WLq, WL^, ... WL^ 
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(gegebenenf alls bestehend aus einer Auswahlleitung und einer 
Steuerleitung) verbunden. Die m Elemente einer jeden Spei- 
cherzellenf eldspalte sind jeweils mit einer gemeinsamen Bit- 
leitung BLq, BLi . . . BLj^ verbunden. 

Im Gegensatz zu dem in Figur 4 gezeigten herkommlichen Spei- 
cherzellenf eld sind jedoch die Sourceleitungen SL der Spei- 
cherzellen nicht mehr zu einer fur alle Speicherzellen des 
Speicherzellenf eldes gemeinsamen Sourceleitung zusammenge- 
faSt . 

Es ist vielmehr eine beliebige Vielzahl von separaten Source- 
leitungen SL vorgesehen (in der Figur 1 sind beispielhaft 
SLq, SLi und SL2 gezeigt) , von denen jede einer bestimmten 
Gruppe von Speicherzellen innerhalb einer Speicherzellen- 
feldreihe zugeordnet ist. Anders ausgedruckt sind die Spei- 
cherzellen einer Speicherzellenf eldreihe in mehrere Gruppen 
aufgeteilt, von denen jede eine separate, aber fur die Spei- 
cherzellen einer jeweiligen Gruppe gemeinsame Sourceleitung 
aufweist . 

In der Regel wird eine Speicherzellengruppe in der Praxis so 
viele Speicherzellen enthalten wie ein Datenwort 
(beispielsweise ein Byte) Bits aufweist, und es wird pro 
Speicherzellenf eldreihe eine Vielzahl derartiger identischer 
Speicherzellengruppen nebeneinanderliegend (aneinander ge- 
reiht) vorgesehen sein. 

Allgemein gesprochen kann jedoch jede Speicherzellenf eldreihe 
je nach Bedarf eine beliebige Vielzahl von Gruppen (minde- 
stens zwei) aufweisen, welche gleich Oder unterschiedlich 
groS sein konnen, eine beliebige Anzahl von Speicherzellen 
(mindestens eine) umfassen konnen, und deren einzelne Ele- 
mente bzw. Speicherzellen beliebig uber die Speicherzellen- 
f eldreihe verteilt sein konnen. 
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Eine der sich daraus ergebenden, vom genannten Regelfall ab- 
weichenden Moglichkeiten besteht dann beispielsweise darin, 
die Speicherzellen jedes x-ten Datenwortes innerhalb einer 
Speicherzellenf eldreihe zu einer Gruppe zusatnmenzuf assen (urn 
beispielsweise nur Zeichen eines anzuzeigenden Textes, nicht 
aber die diesen jeweils zugeordneten Anzeigeattribute ausle- 
sen zu konnen) . 

In der Darstellung der Figur 1 sind drei Speicherzellengrup- 
pen eingezeichnet . Die erste (gemaS Figur 1 linke) Gruppe be- 
steht aus drei nebeneinander liegenden Speicherzellen, deren 
Sourceleitungen zu einer separaten gemeinsamen Sourceleitung 
SLo zusammengef ajSt sind. Die sich daran anschlielSende zweite 
(gemafi Figur 1 mittlere) Gruppe besteht aus vier nebeneinan- 
der liegenden Speicherzellen, deren Sourceleitungen zu einer 
separaten gemeinsamen Sourceleitung SLj^ zusammengef aSt sind. 
Die dritte (gemaS Figur 1 rechte) Gruppe besteht aus zwei ne- 
beneinander liegenden Speicherzellen, deren Sourceleitungen 
zu einer separaten gemeinsamen Sourceleitung SL2 zusammenge- 
faSt sind. 

Die Gruppeneinteilung ist im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel 
fur alle Speicherzellenf eldreihen gleich. Die jeweiligen ge- 
meinsamen Sourceleitungen der einander entsprechenden Gruppen 
in verschiedenen Speicherzellenf eldreihen sind miteinander 
verbunden. Bin derartiger Aufbau begrenzt zwar den zur Spei- 
cherzellenf eldrealisierung erforderlichen Aufwand, ist aber 
selbstverstandlich nicht zwingend. Es kann vielmehr jede 
Speicherzellenfeldreihe vollig unabhangig von den anderen 
Reihen beliebig unterteilt werden, und die Sourceleitungen 
der jeweiligen Gruppen konnen vollig unabhangig voneinander 
verlegt und angesteuert werden. 

Die beschriebene Gestaltung des Speicherzellenf eldes ermog- 
licht (unter Verwendung einer entsprechenden Steuervorrich- 
tung) ein gruppenweises Ansprechen (Selektieren) der uber 
eine einzelne Wortleitung adressierbaren Speicherzellen, wo- 
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bei eine Gruppe, wie vorstehend bereits angedeutet im Extrem- 
fall auch nur aus einer einzigen Speicherzelle bestehen kann. 

Dies wirkt sich insbesondere beim Auslesen von Daten aufierst 
vorteilhaft aus, denn bei herkoTtrmlichen Speicherzellenf eldern 
war, wie eingangs bereits erwahnt, das Auslesen von Daten aus 
Speicherzellen (im Gegensatz zum Ausgeben von Daten aus dem 
Festspeicher) nur in (unter Umstanden sehr groSen) Einheiten 
von Speicherzellenf eldreihen moglich. 

Ein selektives Auslesen aus einer einzelnen Gruppe innerhalb 
einer Speicherzellenf eldreihe erfolgt weitgehend wie bei her- 
kotnmlichen Festspeichern (siehe Figur 3 und darauf bezugneh- 
mende Beschreibung) . 

Im Unterschied zu herkommlichen Festspeichern werden (uber 
die entsprechende (n) Sourceleitung (en) jedoch nur diejenigen 
Sourceanschlusse mit den zum Lesen erf orderlichen Spannung 
(im vorliegenden Ausf uhrxingsbeispiel 0 V) beauf schlagt , die 
tatsachlich auch ausgegeben bzw. zur Ausgabe benotigt werden. 
Die nicht auszugebenden bzw. nicht zur Ausgabe benotigten 
Speicherelemente der betreffenden Speicherzellenf eldreihe 
werden mit .einer zum Lesen, genauer gesagt zum Entladen der 
vorgeladenen Bitleitung uber einen oder mehrere Transistoren 
nicht geeigneten Source spannung (im vorliegenden Beispiel 
eine hohe Spannung von beispielsweise +5 V) beauf schlagt . 

Da einerseits nur die Transistoren der tatsachlich interes- 
sierenden Speicherzellen auf Durchgang geschaltet und folg- 
lich andererseits auch nur diejenigen Bitleitungen entladen 
werden, deren Zustand fur die Ausgabe von Interesse ist, re- 
duziert sich der Energieverbrauch beim Auslesen von Daten auf 
ein Bruchteil dessen, was beim Auslesen von Daten aus einem 
herkommlichen Festspeicher erforderlich ist. 

Die Tatsache, daS die Bitleitungen der nicht interessierenden 
Speicherzellen beim Lesen der interessierenden Daten nicht 
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entladen werden, kann auch nutzbringend dafur eingesetzt war- 
den, daS die gelesenen Daten der mittels der Sourceleitungen 
selektierten Speicherzellen (im Gegensatz zu den Daten der 
jeweils nicht selektierten Speicherzellen) auf Busleitungen 
legbar sind, uber welche die Daten unmittelbar, d.h, ohne 
Zwischenschaltung des ublicherweise vorgesehenen Multiplexers 
Oder dergleichen aus dem Festspeicher ausgegeben werden kon- 
nen. 

Dieser auEerst vorteilhafte Effekt wird nachfolgend anhand 
der Figur 2 erlautert . 

Die Figur 2 veranschaulicht , wie in Abhangigkeit vom Zustand 
der Bitleitung einer selektierten Speicherzelle ein Signal 
auf eine Ausgabebusleitung bringbar ist. 

Bei den nachf olgenden Erlauterung wird aus Grunden der An- 
schaulichkeit von den f olgenden Voraussetzungen ausgegangen: 

Es sei angenommen, daS die n Element e einer jeden der in Fi- 
gur 1 gezeigten m Speicherzellenf eldreihen in i gleich groSe 
Gruppen aufgeteilt sei, wobei jede Gruppe eine Anzahl von 
Speicherzellen aufweisen moge, die der Anzahl von Bits der 
gespeicherten Datenworte entspricht. Die Datenworte seien im 
vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel Bytes, so dafi jeden der i 
Gruppen aus j=8 Speicherzellen besteht. 

Von den 8 Speicherzellen der m * i Gruppen ist eine jeweils 
erste Speicherzelle einer ersten Busleitung, eine jeweils 
zweite Speicherzelle einer zweiten Busleitung, eine jeweils 
dritte Speicherzelle einer dritten Busleitung, eine jeweils 
vierte Speicherzelle einer vierten Busleitung, eine jeweils 
funfte Speicherzelle einer funften Busleitung, eine jeweils 
sechste Speicherzelle einer sechsten Busleitung, eine jeweils 
siebte Speicherzelle einer siebten Busleitung, und eine je- 
weils achte Speicherzelle einer achten Busleitung zugeordnet. 
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Die Anschaltung einer x-ten Speicherzelle einer beliebigen 
Gruppe an die x-te Busleitung ist in Figur 2 fur ein ROM ver- 
anschaulicht ; die Vearwendung anderer Festspeicher erfordern 
unter Umstanden entsprechend den unterschiedlichen Gegeben- 
5 heiten geringfugige Modif ikationen. 

GemaS Figur 2 weist die Anordnung NMOS-Feldef f ekttransistoren 
Tl und T2, PMOS-Feldef f ekttransistoren T3, T4 und T5 und In- 
verter II, 12 und 13 auf, die in der gezeigten Weise mit der 
10 Wortleitung WL, der Bitleitung BL, der Sourceleitung SL einer 
Busleitung BUS, einer Vorlade- bzw. Prechargeleitung PC und 
^■^^^ einer Spannung von beispielsweise ca. 5 V verbunden sind. 

Der Transistor Tl ist der in der Figur 3 gezeigte ROM-Spei- 
15 cherzellentransistor . 

Zu Beginn eines jeden Lesezyklus wird an die Vorladeleitung 
kurzzeitig eine niedrige Spannung von beispielsweise 0 V ge- 
legt. Dies bewirkt, dafi einerseits die Busleitungen BUS uber 
20 den dann durchschaltenden Transistor T2 auf Massepotential 
gezogen werden (der eine Inverter II kann hierzu uber je- 
weilge Transistoren T2 mit alien vorhandenen Busleitungen in 
der gezeigten Weise verbunden sein) , und daS andererseits die 
Bitleitung BL uber den dann durchschaltenden Transistor T3 
^Jfe5 auf das Potential V^d angehoben wird. 

Die an die Busleitung BUS angeschlossenen Inverter 12 und 13 
bilden ein Halteglied, die das Potential der Busleitung bei 
Zuruckfallen des Transistors T2 in den Sperrzustand auf 
30 Massepotential halt (ein derartiges Halteglied ist fur jede 
der Busleitungen vorgesehen) . Der Inverter 12 ist dabei 
jeweils schwach itn Verhaltnis zum Transistor T5 . 

Die Bitleitung BL behalt ihr Potential bei Zuruckfallen des 
35 Transistors T3 in den Sperrzustand ebenfalls bei, denn das am 
GateanschluS des Transistors T4 anliegende Buspotential 
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(Masse) schaltet uber den Transistor T4 die Spannung auf 
die Bitleitung, 

Der beschriebene Vorgang ist fur alle Speicherzellen eines 
Speicherf eldes der selbe, 

Es wird nun zunachst das Aufschalten eines gespeicherten Da- 
tums von einer selektierten Speicherzelle (die Wortleitung WL 
liegt auf einer zum Lesen geeigneten Spannung von beispiels- 
weise +5 V, die Sourceleitung SL liegt auf einer ebenfalls 
zum Lesen geeigneten Spannung von beispielsweise 0 V bzw. auf 
Masse) auf die Busleitung BUS beschrieben. 

Der Transistor Tl entspricht dem in Figur 3 gezeigten her- 
kommlichen ROM-Speicherzellentransistor . 

Bei Beauf schlagung (Selektieren) desselben mit den genannten 
Signalen uber die Wortleitung WL und die Sourceleitung SL 
wird er leitend und zieht die Bitleitung aktiv auf das 
Sourceleitungspotential (Masse) , da der Transistor Tl stark 
im Verhaltnis zum Transistor T4 ist. 

Durch die Pot entialande rung der Bitleitung wird der Transi- 
stor T5 leitend und schaltet auf den Bus. Durch das 
Durchschalten des Transistors T5 wird der Transistor T4 
sperrend, so daS die Bitleitung BL dann uber den Transistor 
Tl sicher auf Masse liegt. 

Im Fall der Selektion einer einen Transistor Tl aufweisenden 
Speicherzelle wird also die Busleitung BUS auf hohes Poten- 
tial gelegt, welches durch den Transistor aktiv getrieben 
ist . 

Im Fall der Selektion einer keinen Transistor aufweisenden 
ROM- Speicherzelle liegt der Zustand vor, ,wie er nach dem An- 
legen des Vorlade spannung uber die Vorladeleitung PC vorlag, 
denn ohne Transistor Tl kann die durch den Transistor T4 ak- 
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tiv auf hohem Potential gehaltene Bitleitung BL nicht entla- 
den werden. D.h., im Fall der Selektion einer keinen Transi- 
stor Tl aufweisenden ROM-Speicherzelle bleibt die Busleitung 
BUS auf Massepotential . 

5 

An der Busleitung BUS hangen, wie vorstehend bereits erwahnt, 
eine Vielzahl weiterer Speicherzellen aus anderen Gruppen 
(eine Speicherzelle pro anderer Gruppe) , die sich jedoch bis 
auf die eine soeben beschriebene Speicherzelle alle im nicht 
10 selektierten Zustand befinden mogen. 

Zur Gewahrlei stung der bestimmungsgemaSen Funktion der in der 
Figur 2 gezeigten Schaltung durfen die nicht selektierten 
Speicherzellen keinen EinfluS auf die Busleitung BUS ausuben, 
15 da sie anderenfalls die durch die selektierten Speicherzellen 
auf gebrachten Daten verandern konnten. 

DaS dies bei der in der Figur 2 gezeigten Anordnung trotz de- 
ren einfachen Aufbaus tatsachlich jeweils automatisch der 
20 Fall ist, wird nachfolgend erlautert . 

Eine Speicherzelle ist nicht selektiert, wenn die Sourcelei- 
tung hohen Pegel hat und/oder wenn die Wortleitung niedrigen 
Pegel hat. Eine dieser Bedingungen (teilweise auch beide Be- 
|fe5 dingungen) sind bei alien Speicherzellen erfullt, die entwe- 
der zwar in der durch die Wortleitung ausgewahlten Speicher- 
zellenf eldreihfe, aber nicht in der durch die Sourceleitung 
ausgewahlten Gruppe liegen oder in einer nicht ausgewahlten 
Speicherzellenf eldreihe liegen. 

30 

Wenn eine einen Transistor Tl aufweisende Speicherzelle mit 
den bei einer Nicht-Selektion vorliegenden Wortleitungs- und 
Sourceleitungspotentialen beaufschlagt wird, bleibt der Tran- 
sistor entweder gesperrt (bei niedrigem Wortleitungspoten- 
35 tial) Oder die Bitleitung wird uber den Transistor mit dem 
hohen Sourceleitungspotential verbunden. 



GR 95 P 2133 DE 



14 

In beiden Fallen kann die Bitleitung nicht entladen warden, 
sondern bleibt auf dem anfanglichen (vorgeladenen) hohen Po- 
tential, welches den Transistor T5 sperrt und damit eine ak- 
tive Beeinf lussung der Busleitung ausschliefit. 

Eine einen Transistor Tl aufweisende Speicherzelle verhalt 
sich im nicht selektierten Zustand also neutral zu der ihr 
zugeordneten Busleitung. 

Gleiches gilt auch fur eine keinen Transistor Tl aufweisende 
Speicherzelle, denn mangels Vorhandenseins des Transistors Tl 
kann die Bitleitung BL unabhangig vom Selektionszustand der 
Speicherzelle nicht aktiv entladen werden, so daS auch hier 
der Transistor T5 gesperrt bleibt und damit eine aktive 
Beeinf lussung der Busleitung ausgeschlossen ist. 

Eine keinen Transistor Tl aufweisende Speicherzelle verhalt 
sich im nicht selektierten Zustand also ebenfalls neutral zu 
der ihr zugeordneten Busleitung. 

Obwohl also an jede Busleitung so viele Speicherzellen ange- 
schlossen sind wie Gruppen innerhalb des Speicherzellenf eldes 
existieren, kann einzig und allein die selektierte Gruppe den 
gespeicherten Daten entsprechende Signale auf den Bus brin- 
gen. 

Auf den ublicherweise vorgesehenen Multiplexer, durch den bei 
jedem Lesezyklus unter den einer vollstandigen Speicherzel- 
lenfeldreihe entsprechenden gelesenen Daten diejenigen Daten 
ausgewahlt werden muSten, die tatsachlich auch auszugeben 
sind, kann folglich verzichtet werden. 

Zwar ist bei der beschriebenen Anordnung und dem beschriebe- 
nen Ansteuerverf ahren ein Decoder vorzusehen, der anhand der 
aus dem Speicher auszulesenden Adresse die zu selektierende 
Gruppe bestimmt, d.h. die Gruppe bestimmt, deren Sourcelei- 
tung im Gegensatz zu alien anderen Sourceleitungen mit einem 
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zum Lesen geeigneten Potential zu beauf schlagen ist, doch 
sind derartige Decoder aujSerst einfach und klein aufzubauen, 
so daS der dadurch in Kauf zu nehmenden Aufwand vollig ver- 
nachlassigbar ist . 

Die vorstehende Beschreibung, insbesondere die der Figur 2, 
bezog sich in erster Linie darauf, daS alle Speicherzellen- 
gruppen eines Speicherzellenf eldes gleich groS sind. Dies ist 
jedoch keine notwendige Bedingung. Die Speicherzellengruppen 
konnen vielmehr voneinander verschieden und beliebig groE 
sein. Die Anzahl der Speicherzellen der groSten Speicherzel- 
lengruppe sollte dann jedoch der Anzahl der wie beschrieben 
bereitgestellten Busleitungen entsprechen. 

Bemerkenswert und vorteilhaft einsetzbar ist auch der Effekt, 
dafi die Busleitung dann, wenn sie gleichzeitig mit mehreren 
selektierten Speicherzellen {aus der selben oder verschiede- 
nen Speicherzellengruppen) verbunden ist, gleichzeitig die 
Funktion eines ODER- oder EXKLUSIV-ODER-Gliedes ubemehmen 
kann. 

Der Aufbau des erf indungsgemaSen Festspeichers und das erf in- 
dungsgemaSe Verfahren zur Ansteuerung desselben wurde vorste- 
hend anhand eines ROM erlautert. Die selben Wirkungen und 
Vorteile der beschriebenen Mafinahmen lassen sich jedoch auch 
bei Vorsehen derselben in anderen Arten von Festspeichem 
(PROM, EPROM, EEPROMetc.) erzielen. 
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Patentanspruche 

1. Festspeicher mit einer Vielzahl von Speicherzellen, de- 
ren Inhalt unter entsprechender Ansteuerung durch Wort-, Bit- 

5 und Sourceleitungen (WL, BL, SL) auslesbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, 
da£ die uber eine einzelne Wortleitung (WL) ansprechbaren 
Speicherzellen in eine Vielzahl von Gruppen aufgeteilt sind, 
von denen jeder eine separate gemeinsame Sourceleitung (SL) 
10 zugeordnet ist, 

2. Festspeicher nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Speicherzellen zumindest teilweise jeweils aus minde- 
15 stens einem Transistor (Tl) bestehen. 

3. Festspeicher nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Speicherzellen jeweils mit einer Wortleitung (WL) , 
20 einer Bitleitung (BL) und einer Sourceleitung (SL) verbunden 
sind. 

4. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

■^5 daS in der selben Reihe des Speicherzellenf eldes vorgesehene 
Speicherzellen jeweils mit den selben Wortleitungen (WL) ver- 
bunden sind. 

5. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

daS in der selben Spalte des Speicherzellenf eldes vorgesehene 
Speicherzellen jeweils mit der selben Bitleitung (BL) verbun- 
den sind. 

35 6. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dafi in der selben Spalte des Speicherzellenf eldes vorgesehene 
Speicherzellen jeweils mit der selben Sourceleitung (SL) ver- 
bunden sind, 

5 7. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi eine Speicherzelle zur Speicherung eines Datenbits ausge- 
legt ist. 

10 8. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi eine Speicherzellengruppe zur Speicherung eines aus be- 
liebig vielen Datenbits bestehenden Datenworts ausgelegt ist. 

15 9. Festspeicher nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 
daS das Datenwort ein Datenbyte ist. 

10. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

daS die Speicherzellen einer Speicherzellengruppe beliebig 
liber eine Speicherzellenf eldreihe verteilt sind, 

11. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
'025 dadurch gekennzeichnet, 

daS die Speicherzellengruppen einer Speicherzellenf eldreihe 
gleich oder unterschiedlich groS sind. 

12. Festspeicher nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dag Datenausgabeleitungen (BUS) vorgesehen sind, von denen 
jede uber eine separate Auf schaltvorrichtung (T5) jeweils mit 
einer Bitleitung (BL) pro Speicherzellengruppe verbunden ist, 

35 13. Festspeicher nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet. 
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daS jede Speicherzelle mit genau einer Datenausgabeleitung 
(BUS) verbunden ist. 



14. Festspeicher nach Anspruch 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Datenausgabeleitungen (BUS) in einer Anzahl vorgese- 
hen sind, die der Anzahl der Speicherzellen in der groSten 
Speicherzellengruppe ent spricht . 

15. Festspeicher nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Auf schaltvorrichtungen (T5) derart ausgebildet sind, 
daS von den mit einer Datenausgabeleitung (BUS) verbundenen 
Speicherzellen nur selektierte Speicherzellen aktiv ein Si- 
gnal auf die Datenausgabeleitung schalten konnen. 

16. Festspeicher nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daiS die Auf schaltvorrichtungen (T5) jeweils derart ausgebil- 
det sind, daS sie aktiv ein Signal auf die entsprechende Da- 
tenausgabeleitung (BUS) schalten, wenn die jeweils zugeord- 
nete Bitleitung ihr Potential in einer vorbestimmten Richtung 
verandert . 

17 . Verf ahren zur Ansteuerung eines Festspeicher nach einem 
der Anspruche 1 bis 16, 

gekennzeichnet durch 

Durchfuhren eines gruppenweisen Auslesens der uber eine ein- 
zelne Wortleitung (WL) ansprechbaren Speicherzellen. 

18- Verf ahren nach Anspruch 17, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS nur diejenigen Speicherzellen ausgelesen werden, deren 

Inhalt anschlieSend auch aus dem Festspeicher ausgegeben 

wird. 



19. Verf ahren nach Anspruch 17 oder 18, 
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dadurch gekennzeichnet, 

da£ die Daten von nur jeweils einer Speicherzellengruppe aus 

gelesen warden. 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS an die Sourceleitung (SL) einer auszulesenden Speicher- 
zellengruppe eine zur Veranderung des Potentials der zugeord 
neten Bitleitungen geeignete Spannung angelegt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

daS die Sourceleitungen der nicht auszulesenden Speicherzel- 
lengruppen eine das Potential der zugeordneten Bitleitungen 
nicht verandern konnende Spannung angelegt wird. 
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